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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Keseluruhan hasil penelitian telah dijabarkan dalam temuan dan pembahasan, 

untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis sampaikan dalam 

beberapa poin kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pergeseran Raman dengan konsentrasi 0%, 3,4%, 6%, dan 7,4% berturut – turut 

adalah 291,18 cm –1, 293,19 cm –1, 293,19 cm –1, dan 291,26 cm –1. 

2. Intensitas Raman pada GaAs1–xBix (x = 0 – 7,4%) menunjukan beberapa mode 

getaran fonon tetapi yang terlihat jelas puncaknya adalah pada mode transverse 

optical (GaAs TO (L) dan TO phonon) yang memiliki pergeseran Raman ~291 

cm –1. Saat konsentrasi Bi 0%, intensitasnya 58,51 a.u. Saat konsentrasi Bi 3,4%, 

intensitasnya 213,66 a.u. Saat konsentrasi Bi 6%, intensitasnya 246 a.u. Saat 

konsentrasinya 7,4%, intensitasnya 311,83 a.u. Intensitas pada mode tersebut 

meningkat seiring meningkatnya konsentrasi Bi.  

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa 

rekomendasi penelitian sebagai bentuk pengembangan dalam penelitian mode getaran 

fonon GaAs1–xBix, rekomendasi tersebut diantanya: 

1. Percobaan ini hanya menggunakan kisi rentang penuh. Sehingga 

direkomendasikan untuk mencoba kisi yang lainnya untuk dijadikan pembanding. 

Karena mode getaran fonon pada sampel ini hanya satu yang terlihat.   

2. Memeriksa kembali input pada DXR2xi Raman Imaging Microscope seperti daya 

lasernya. 

 


